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AlNはバンドギャップが 6.0 eV、絶縁破壊電界が 12 MV/cmと非常に高く、パワーデバイスへの応用が期

待される。我々は、組成傾斜 AlGaNコンタクト層を形成することによって、n型 AlNでオーミック接合を得

た [1]。また、n型 AlN MESFETを作製しその動作を実現した [2]。AlNは、ショットキー障壁高さ (SBH)が

大きいと予想され、ゲートリーク電流の抑制等が期待できる。今回、Ni/AlNショットキーバリアダイオード

(SBDs)を作製し、その温度特性から SBHの評価を試みた。

Fig. 1に、Ni/AlN SBDの模式図を示す。SiC基板上に形成した組成傾斜 AlGaN:Si/AlN:Si/un-AlN構造を用

いて SBDsを作製した。組成傾斜 AlGaN:Siコンタクト層上にオーミック接触である Ti/Al/Ni/Auカソード電

極を形成した。組成傾斜 AlGaN:Siコンタクト層および AlN:Siの上部を ICP-RIEによりエッチングし、その

上にショットキー接合の Ni/Auアノード電極を形成した。アノード電極は円形で直径 200 µmである。

I-V 特性から熱電子放出モデルを用いて見積もった室温での SBH(ΦI-V
B ) は 1.6–2.1 eV、理想因子 (n 値) は

1.5–1.8であった。従来報告されているエッチングを施していない Ni/AlN-SBDs (ΦI-V
B = 1.1 eV, n = 3–8) [3,4]

と比べても、良好な値が得られた。これは、今回作製した n型 AlNのドーピング制御が良好であり、電子伝導

が熱電子放出モデルに基づいていることを示している。また、1/C2-V 特性から評価した SBH(qΦC-V
B )は 3.2eV

と、ΦI-V
B より大幅に大きかった。

次に、Ni/AlN SBDsの温度特性評価を行った。Fig. 2に、ΦI-V
B 、理想因子 (n値)および ΦC-V

B の温度依存性

を示す。ΦI-V
B は、室温 (297K) から 673K への温度の上昇に従い 1.8 から 2.8 eV へ増加した。また、n 値は

1.88から 1.15へと減少した。一方、ΦC-V
B は、室温から 523Kの範囲においてほぼ一定であった。高温におい

て、ΦI-V
B が、ΦC-V

B に近くなっていくことが分かる。ΦI-V
B の温度変化の要因として、Ni/AlN界面での障壁の不

均一性の影響が考えられる [4,5]。界面近傍のポテンシャルに標準偏差 σ のガウス分布の揺らぎがある場合、

ΦI-V
B = ΦB − σ2/(2kT/q)と表され温度の逆数に比例する [5]。ここで、ΦB は障壁高さの平均値である。Fig. 3

に q/2kT でプロットした ΦI-V
B を示す。温度の逆数に比例して変化していることから、ΦI-V

B の温度変化は障

壁の不均一性によると考えられる。界面の SBHの不均一性の要因としては、転位等の結晶欠陥や RIEによる

エッチングダメージが考えられる。今回の結果は、Ni/AlNの SBHが高温での ΦI-V
B および C-V 特性から求め

た 2.8–3.2 eV程度であることを示している。
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Fig.1 Schematic view of a
Ni/AlN SBD.

 

!

"

#

$

%
&
'
()
*
+
,

-$$.$$/$$ $$!$$

0*123()4,

!3$

"3/

"3$

#3/

#3$

56
*
7
89:
;
(<
7
=
:>
?

 !
"#$

 !
%#$

&

Fig.2 Temperature dependences of
ΦI-V

B , n, and ΦC-V
B .
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Fig.3 ΦI-V
B as a function of q/2kT .
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